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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semi-conductor structure consisting in a) producing at least one
I~ part of a circuit in or on a surface layer (2) of a substrate, which comprises said surface layer (2), a layer (4) buried under said surface
\& layer and an underlying layer (6) used in the form of a first support, b) transferring said substrate to a handle substrate (20) and in
removing the first support (6), ¢) forming a bonding layer (12) on said electrically conductive or a grounding plane forming layer
I~ (14) and e) transferring the assembly to a second support (30) and in removing the handle substrate (20).

(57) Abrégé : Linvention concerne un procédé de réalisation d'une structure semi-conductrice, comportant : a) la réalisation d'au
& moins une partie d'un circuit, dans ou sur la couche superficielle (2) d'un substrat, comportant ladite couche superficielle (2), une
& couche enterrée (4) sous la couche superficielle, et une couche sous-jacente (6) servant de premier support, b) un transfert de ce
substrat sur un substrat poignée (20) puis une élimination du premier support ( 6) , ¢) la formation d'une couche (14) électriquement
conductrice ou formant plan de masse sur la couche enterrée (4), d) la formation, sur cette couche (14) électriquement conductrice
ou formant plan de masse, d'une couche de collage (12), e) un report de 1'ensemble sur un deuxieéme support (30) et une élimination

du substrat poignée (20) .
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